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ついで， n-Si , n-GaAs , n-CdS などの無機半導体とポリアセチレンの接合膜をっくり，その電流特性，
光応答スペクトルなどを詳しく調べ，ポリアセチレンが p型半導体としての性質を示し，上述の無機
半導体との聞にヘテロ接合系をつくること，バンドギャップ中央部に準安定なトラップ準位をもつこ
となどを明らかにした。これら接合系のあるものは高い光起電力を示し光電変換素子としての応用の
可能性をもつことを指摘した。
こうして本論文はポリアセチレンの半導体的特性の全容を明らかにし，種々の応用の可能性を指摘
したもので学位論文として価値を有するものと認められる。
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